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3 �ハーフブリッジ
ゲートドライブ IC

FAN73893

��

FAN73893�は、モノリシック 3��ハーフブリッジゲートドラ
イブ IC�で、���、����、�� +600 V�までの��がで
きるMOSFET�と IGBT�の���に� されています。
フェアチャイルドの���プロセスとコモンモードのノイ
ズキャンセリング-.は、dVs/dt�ノイズが�きい/0でもハ
イサイドドライバーの��を34させることができます。
�5なレベルシフト89で、ハイサイドゲートドライバー
が�� VS =�-9.8 V (:;)で��し、VBS = 15 V�に<=できま
す。

>?@AのBCは、D��E��FG、インターロック@
A、I�フォールトクリア@AJきインバーターK�Lトリ
ップなどです。6�つのMNすべてをOPさせるK�L>?はQ
R�LSTUVWによってXYできます。オープンドレイン
Z[\]の^_により、K�Lまたは`a��によるシャッ
トダウンのcdをeTできます。UVLO 89は、VDD と VBS
がfg��よりDいhi、E��をFぎます。
MNドライバーはej、ソースに 350 mA、シンクに�650 mA
をLし、モータードライブシステムの 3��ハーフブリッジ�
nにoしています。

��

•'ブートストラップ��pけに +600 V�で� されたフローティ
ングチャンネル

•'rチャンネルに<し、ej 350 mA/650 mA�のソース/シンク�
L��@A

•'ネガティブ VS�スイングのtuvwを�-9.8 V�までxyし、
VDD = VBS = 15 V での\]z{に<=

•'|N\]と}�が~�しないMN
•'K�Lシャットダウンは、6�つすべてのドライバーをオフにし
ます

•'すべてのチャンネルの�iz{��
•'3.3 V と 5.0 V の|Nロジックに<=

•'���AなZ[クリアタイミング
•'r�でインターロッキング\]により��z�をFG
•'コモンモード dVs/dt ノイズキャンセリング89

� 1. COMPARISION TABLE

 Part FAN73893MX FAN73894MX FAN73895MX FAN73896MX

INPUT Type Inverted Inverted Non−inverted Non−inverted

VDDUV+ / VBSUV+ (Min / Typ / Max) 7.5 / 8.5 / 9.3 [V] 10.2 / 11.2 / 12 [V] 7.5 / 8.5 / 9.3 [V] 10.2 / 11.2 / 12 [V]

VDDUV− / VBSUV− (Min / Typ / Max) 7 / 8 / 8.7 [V] 9.7 / 10.7 / 11.4 [V] 7 / 8 / 8.7 [V] 9.7 / 10.7 / 11.4 [V]

Note (Replacement for
FAN73892MX)

 − (Replacement for
FAN7389MX1)

 −

SOIC−28, 300 mils
CASE 751BM−01

MARKING DIAGRAM

FAN73893 = Specific Device Code
$Y =  Logo
&Z = Assembly Plant Code
&2 = 2−Digit Date Code Format
&K = 2−Digits Lot Run Traceability Code

See detailed ordering and shipping information on page 15 of
this data sheet.

ORDERING INFORMATION

Pin 1

$Y&Z&2&K
FAN73893

�� (�き)

•'�5な|Nフィルター��
•'ソフトターンオフ@A��
•'すべてのチャンネル�の��*UVLO@A

• This is a Pb−Free Device

アプリケーション

•'3�モーターインバータードライバー
•'エアコン、��@、���、�W��@
•'���インバーター�–�ミシン、����
•'�� 3��インバーター
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��3.�ピン�り�て

ピン��

ピン �� ��

1 VDD ロジックおよびローサイドゲートドライバーの
�
�

2 HIN1 ハイサイドゲート 1 ドライバー�ロジック�� 1

3 HIN2 ハイサイドゲート 2 ドライバー�ロジック�� 2

4 HIN3 ハイサイドゲート 3 ドライバー�ロジック�� 3

5 LIN1 ローサイドゲート 1 ドライバー�ロジック�� 1

6 LIN2 ローサイドゲート 2 ドライバー�ロジック�� 2

7 LIN3 ローサイドゲート 3 ドライバー�ロジック�� 3

8 FO オープンドレイン�きフォールト��（�
�とローサイド�
�を� ）

9 CS �
�シャットダウン�アナログ��

10 EN シャットダウン&'�ロジック��

11 RCIN フォールトクリア)*の+,に-�する./ RC ネットワーク��

12 VSS ロジックグランド

13 COM ローサイドドライバーリターン

14 LO3 ローサイドゲートドライバー 3 の��

15 LO2 ローサイドゲートドライバー 2 の��

16 LO1 ローサイドゲートドライバー 1 の��

17, 21, 25 NC 3�なし

18 VS3 ハイサイドドライバー 3 フローティング
�オフセット
�

19 HO3 ハイサイドドライバー 3 ゲートドライバーの��

20 VB3 ハイサイドドライバー 3 フローティング
�

22 VS2 ハイサイドドライバー 2 フローティング
�オフセット
�

23 HO2 ハイサイドドライバー 2 ゲートドライバーの��

24 VB2 ハイサイドドライバー 2 フローティング
�

26 VS1 ハイサイドドライバー 1 フローティング
�オフセット
�

27 HO1 ハイサイドドライバー 1 ゲートドライバーの��

28 VB1 ハイサイドドライバー 1 フローティング
�
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����� (67、89のない:り、TA = 25°C です)

�� パラメーター �� ��  !

VS ハイサイドフローティングオフセット
� VB1,2,3 − 25 VB1,2,3 + 0.3 V

VB ハイサイドフローティング
�
� −0.3 625.0 V

VDD ローサイドおよびロジック;+
�
� −0.3 25.0 V

VHO ハイサイドフローティング��
�VHO1、2、3 VS1,2,3 − 0.3 VB1,2,3 + 0.3 V

VLO ローサイドフローティング��
�VLO1、2、3 −0.3 VDD + 0.3 V

VIN ��
� (HINx, LINx, CS, and EN) (89 1) VSS − 0.3 VSS + 5.5 V

VFO
フォールト��
� (FO) −0.3 VDD + 0.3 V

dVS/dt <=>'なオフセット
�スルーレート − ±50 V/ns

PD 
�@A (89 2, 3) − 1.4 W

�JA BCD − 70 °C/W

TJ 3E/FG − 150 °C

TSTG HIFG −55 150 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(JKL) 
MN+OをPえるストレスは、デバイスにダメージをSえるTUVがあります。これらの+OWをPえたXEは、デバイスの&'VをY
ない、ダメージがZじ、[\Vに]^を_ぼすTUVがあります。
1. `��
� (HINx, LINx, CS, and EN) が VSS をabとしています。また、MN
�+OはPえません。
2. 76.2 x 114.3 x 1.6 mm PCB (FR-4 ガラスエポキシde) にfg。hiのjbをごJkください。

JESD51-2: 「Integral circuit's thermal test method environmental conditions, natural convection」
JESD51-3: 「Low effective thermal conductivity test board for leaded surface-mount packages」。

3. どのようなXEでも、lmにMN
�@A (PD) をPえないようにしてください。

"#$%&'

�� パラメーター �� ��  !

VB1,2,3 ハイサイドフローティング
�
� VS1,2,3 + 10 VS1,2,3 + 20 V

VS1,2,3 ハイサイドフローティング
�オフセット
� 6 − VDD 600 V

VDD ローサイドおよびロジック;+
�
� 10 20 V

VHO1,2,3 ハイサイド��
� VS1,2,3 VB1,2,3 V

VLO1,2,3 ローサイド��
� COM VDD V

VFO フォールト��
� (FO) VSS VDD V

VCS 
�noピン��
� VSS VSS + 5 V

VIN ロジック��
� (HIN1,2,3 および LIN1,2,3) VSS VSS + 5 V

VSS ロジックグランド −5 5 V

TA qrFG −40 +125 °C

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond
the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
(JKL)
stuvwrをPえるストレスではstuv&'をxられません。stuvwrをPえるストレスのyzは、デバイスの[\Vに]^を
SえるTUVがあります。

http://www.onsemi.jp/


FAN73893

www.onsemi.jp
5

()�*9(67、89のない:りVBIAS9(VDD,9VBS1,2,3)9=915.09V、TA9=925°C9です。VIN9および9IIN9パラメーターは9VSS9をabとしてお

り、69チャンネルすべてに}�>'です。VO9および9IO9パラメーターは9VS1,2,39と9COM9をabとしており、それぞれの��~�9

(HO1、2、39および9LO1、2、3)9に}�できます。VDDUV9パラメーターは9VSS9をabにしています。VBSUV9パラメーターは9VS1,2,39を

abにしています。)  

�� パラメーター &' �� +, ��  !

ローサイド(-セクション

IQDD ���VDD
�
� VLIN1,2,3 = 5 V または��、 EN = 0 V − 250 400 �A

IPDD uv�VDD
�
� fLIN1,2,3 = 20 kHz、rms W − 550 750 �A

VDDUV+ VDD 
��
���V�W VDD = スイープ 7.5 8.5 9.3 V

VDDUV− VDD 
��
���V�W VDD = スイープ 7.0 8.0 8.7 V

VDDHYS VDD 
��
��uv��ヒステリシス VDD = スイープ − 0.5 − V

ブートストラップ(-セクション

VBSUV+ VBS 
��
���V�W VBS1,2,3 = スイープ 7.5 8.5 9.3 V

VBSUV− VBS 
��
���V�W VBS1,2,3 = スイープ 7.0 8.0 8.7 V

VBSHYS VBS 
��
��uv��ヒステリシス VBS1,2,3 = スイープ − 0.5 − V

ILK オフセット
�リーク
� VB1,2,3 = VS1,2,3 = 600 V − − 10 �A

IQBS ���VBS
�
� VHIN1,2,3 = 0 V or 5 V, EN = 0 V 10 50 80 �A

IPBS uv� VBS 
�
� fHIN1,2,3 = 20 kHz、rms W 200 320 480 �A

ゲートドライバーの./セクション

VOH ハイレベル��
� VBIAS - VO IO = 0 mA (����) − − 100 mV

VOL ローレベル��
�：VO IO = 0 mA (����) − − 100 mV

IO+ ��ハイ��パルス
� (89 4) VO = 0 V, VIN = 0 V (PW ≤ 10 �s �) 250 350 − mA

IO− ��ロー��パルス
� (89 4) VO = 15 V, VIN = 5 V (PW ≤ 10 �s �) 500 650 − mA

VS HO への HIN [���で<=されるネガティブ
VS ピン
�

− −9.8 −9.0 V

ロジック0/セクション

VIH ロジック「0」��
� HIN1,2,3, LIN1,2,3 2.5 − − V

VIL ロジック「1」��
� HIN1,2,3, LIN1,2,3 − − 0.8 V

IIN+ ロジック��バイアス
� (HO = LO = HIGH) VIN = 0 V 77 100 143 �A

IIN− ロジック��バイアス
� (HO = LO = LOW) VIN = 5 V − 8.5 25 �A

RIN ロジック��プルアップCD 35 50 65 k�

イネーブル12セクション (EN)

VEN+ ��V�Wイネーブル
� 2.5 − − V

VEN− ��V�Wイネーブル
� − − 0.8 V

IEN+ ロジックイネーブル「1」��バイアス
� VEN = 5 V (プルダウン = 150 k�) 15 33 50 �A

IEN− ロジックイネーブル「0」��バイアス
� VEN = 0 V − − 2 �A

REN ロジック��プルダウンCD 100 150 333 k�

3(456セクション

VCSTH+ �
�n���V�W 450 500 550 mV

VCSTH− �
�n���V�W − 440 − mV

VCSHYS �
�n�ヒステリシス − 60 − mV

ICSIN ����
� VCSIN = 1 V 5 10 15 �A

ISOFT ソフトターンオフシンク
� 25 40 55 mA

http://www.onsemi.jp/


FAN73893

www.onsemi.jp
6

()�*9(67、89のない:りVBIAS9(VDD,9VBS1,2,3)9=915.09V、TA9=925°C9です。VIN9および9IIN9パラメーターは9VSS9をabとしてお

り、69チャンネルすべてに}�>'です。VO9および9IO9パラメーターは9VS1,2,39と9COM9をabとしており、それぞれの��~�9

(HO1、2、39および9LO1、2、3)9に}�できます。VDDUV9パラメーターは9VSS9をabにしています。VBSUV9パラメーターは9VS1,2,39を

abにしています。) (つづき)

��  !��+,��&'パラメーター

フォールト./セクション

VRCINTH+ RCIN ��V�W
� 2.7 3.3 3.9 V

VRCINTH− RCIN ��V�W
� (89 4) − 2.6 − V

VRCINHYS RCIN ヒステリシス
� (89 4) − 0.7 − V

IRCIN RCIN �/
�ソース CRCIN = 2 nF 3 5 7 �A

VFOL フォールト��ローレベル
� VCS = 1 V, IFO = 1.5 mA − 0.2 0.5 V

RDSRCIN RCIN オンCD IRCIN = 1.5 mA 50 75 100 �

RDSFO フォールト�� オンCD IFO = 1.5 mA 90 130 170 �

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(JKL) 
��パラメータは、�6な9�が�い:り、9�されたテスト��にmする
� �Vで しています。¡なる��iで��uvを¢っ
た�には、
� �Vで している�VをxられないXEがあります。
4. これらのパラメーターは£¤¥H¦されています。

$	()�* (67、89のない:り、TA = 25°C、VBIAS (VDD, VBS1,2,3) = 15.0 V、VS1,2,3 = COM = VSS、CRCIN = 2 nF、and
CLoad = 1000 pF です。)

�� パラメーター &' �� +, ��  !

tON ターンオン��)* VLIN1,2,3 = VHIN1,2,3 = 0 V, VS1,2,3 = 0 V 350 500 650 ns

tOFF ターンオフ��)* VLIN1,2,3 = VHIN1,2,3 = 5 V, VS1,2,3 = 0 V 350 500 650 ns

tR ターンオン§¥がり�¨ VLIN1,2,3 = VHIN1,2,3 = 0 V 20 50 100 ns

tF ターンオフ§iがり�¨ VLIN1,2,3 = VHIN1,2,3 = 5 V 10 30 80 ns

tEN ローイネーブルによるシャットダウン)*の�� 400 500 600 ns

tCSBLT CSピンリーディングエッジブランキング�¨ 400 650 850 ns

tCSFO CSトリガーから FOまでの�¨ VCSC = 1 V から FO ターンオフま − 850 1300 ns

tCSOFF CS9トリガーからローサイドゲート��のターン
オフまでの�¨

VCSC = 19V からゲートのターンオフ�
©まで

− 850 1300 ns

tFLTIN ��フィルタリング�¨ (89 5) (HINx, LINx, EN) 170 250 330 ns

tFLTCLR フォールトクリアタイム CRCIN = 2 nF − 1.30 2.35 ms

DT デッドタイム 230 320 400 ns

MDT デッドタイムの«E (6 チャンネル`/) − − 50 ns

MT )*«E (6 チャンネル`/) − − 50 ns

PM ��パルス¬«E (89 6) PWIN > 1 �s − 50 100 ns

5. ­fに��フィルターのフィルタリング�¨をPえるために、M®��パルス¬は500 nsPえるようにしてください。
6. PM は PWIN - PWOUT と+,されています。
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��32.�$%>VDD(-(4�(-(D ��33.�$%>VBS(-(4�(-(D

http://www.onsemi.jp/


FAN73893

www.onsemi.jp
12

スイッチング>?の��

50%

90%

50%

tON

10% 10%

90%

HOx
(LOx)

HINx

(LINx)

tR tOFF t F

A B C D F

HINx

LINx

EN

CS

VRCIN

HOx

LOx

Shoot−Through
Prevent Over−Current

Protection

Shutdown Shutdown

FO

E

Shoot−Through
Prevent

HOx keep high−state this event

t CSFO

50% 50%

90%

VRCIN,TH

VCS,TH+ VCS,TH+

t FLTCLR

t CSOFF

Interval B Interval C

CS

VRCIN

Any
Output

FO

LOx keep high−state this event

��34.�スイッチング>?のIJの��

��35.�0//./タイミング�

��36.�3(456Gの B-C ?KのLM�
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アプリケーションNO

デッドタイム

2�つのQR|N\] (HINx、LINx�\]�) のデッ
ドタイムが��の�4g�(DT1と�DT2)より�いhi
は、jにデッドタイムがI��に�|されます。そ
うでないhi、��デッドタイムより�いQRデッ
ドタイムはゲートドライバーによって��されませ
ん。��デッドタイムの� の4¡は¢ 37�のとお
りです。

HOx

HINx

50%

50% 50%

50%

LINx

LOx

DT1 DT2

50% 50%

��37.�
Pデッドタイムの��

56��

フォールトアウト�(FO)と��������
ハイサイドおよびローサイドのドライバーにD�
�E��FG�(UVLO)に<する>?89が£み¤ま
れており、この89で�VDDと�VBSの�¥��を¦§
に¨©しています。VDDとVBSがª4されたfg�
�を«8ると、UVLO89がE��をFぎます。
UVLOヒステリシスは�¥�­®のチャタリングを
FGします。さらに、�¥(VDD)が89のD��E
��FGハイfg��を«8ったとき(t1～t2°�±
に)、²Xな��のため、�¥オンイベント±はフォ
ールト\] �(�¥�� �FO) はロー³´へµ¶しま
す。それ·Qでは�UVLO 89は¸¹になりません
(¢38�º»)。VDDが�3.5 Vを«8ると、VDDがDす
ぎて��89を��できなくなるため、フォールト
\]がロー³´にµ¶しなくなります。

VRCINTH+

UVLO+
VDD

LO

FO

UVLO−

t1 t3t2t0 t4

VDD < 3.5 V

Lower Voltage

Lower Voltage

RCIN

��38.�Q(DR$%SFに�TするIJ

シュートスルー����

シュートスルー>?89は、ハイサイドとローサ
イド、½¾のスイッチの¿®��をFGします
(¢�39�º»)。

After DT

LOx

HOx

After DT

Shoot−Through
Prevent

HINx

LINx

Example A

Example B

LOx

HOx

Shoot−Through
Prevent

HINx

LINx

��39.�シュートスルー(456

インターロック@Aは、ハイサイドとローサイ
ド、½¾のスイッチの¿®��をFGします�(¢�40�
º»)。ほとんどの�nにおいて、¿じレグの2つの
|N\]が¿®に¸¹となったとき、~¾のMNの
みを¸¹にし、からオペレータをÁり、デバイスI
ÂのÃÄをFGします。

HINx

LINx

HOx

LOx

S1 S2 S3 S4 S5

→S1 : High−side first       First input output mode
→S2 : Low−side noise     No LOx output mode
→S3 : High−side noise    No HOx output mode
→S4 : Low−side first       First input output mode
→S5 : In−phase mode     No HOx output

��40.�インターロック��
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イネーブル� 

EN ピンがハイ³´のとき、ゲートドライバーは
ejどおり��します。ゲートドライバーをシャッ
トダウンすべき³Æがcdしたとき、EN ピンはロ
ーになっているÇÈがあります。イネーブル89は
|NフィルターをÉÊしており、�Ë|NÌÍ®�
は�tFLTIN (250 nsが~Î�)によりÏめられます。

90%

50%

t EN

HOx
LOx

EN

��41.�./イネーブルタイミングIJ

フォールトアウト�(FO)と!����
FAN73893は��フォールトMN�(FO)�と���A
なフォールトクリアタイマー (tFLTCLR)�をÊえていま
す。ゲートドライバーが FO�ピンÑÒでフォールト
レポートをÔる³Æは 2�つあります。1�つÕはロー
サイドゲートドライバーの�¥�� (VDD)�の��`
aÖ×、2�つÕは�LST (CS)�ピンによるフォール
トØÙです。フォールトÖ×がcdすると、FO�ピ
ンが COM�Úに|り、フォールトクリアタイマーが
Û�すると¿®にゲートドライバーのrMN (HO1,
2, 3, LO1, 2, 3)�がターンオフされます。フォールトÖ
×がÜÝされ、フォールトクリアタイマーが®�Þ
れになるまで、フォールトMNはロー³´をßÌし
ます。フォールトクリアタイマーが®�Þれになる
と、FO �ピンの��がプルアップ��にàáしま
す。

フォールトクリア®� (tFLTCLR)�は、âãのとお
り、��の�Lソース (IRCIN = 5 �A)�と RCIN�ピンの
QR CRCIN�でÏまります。

tFLTCLR �

CRCIN � VRCIN,TH

IRCIN

[s]
(eq. 1)

MOSFET の RDSRCIN は、QRコンデンサー CRCIN
に<=するBäå�æçです。®4èはQRコンデ
ンサーCRCINとMOSFETのRDSRCINで4¡されます。
�LSTコンパレーター (CS_COMP)�のMNは、

VCS�のêd��スパイクによるK�Lシャットダウ
ンをëGするノイズフィルターをeります。
これはâãにìすようなコンパレーターの��レ
ベルに<=しています。VCSTH+ - VCSHYS = 500 mV -
60 mV = 440 mV (ただし、VCSHYS = 60 mV
は�Lコンパレーター (CS_COMP) �のヒステリシ
ス。¢ 42 º»)。

Protection Circuit

iRCIN

VREF

0.5 V

CS

Fault

VRCIN,TH =  3.3 V
VRCIN,HYS =  0.7 V

CS_COMP

LEBRCIN

3.3 V

ISOFT

Latch
S

R

Q

VDD_UVLO

To low side output
VDD

RFO

CRCIN

EN

Input
Stage ON

To COM

LEB

VSS

SOFT−OFF

FO

100 k�

150 k�

��42.�3(456

¢ 43�には、RCIN、FO�、ローサイドドライバーの
� 4¡がìされています。ローサイドゲートドラ
イバーの�¥�� (VDD)�の�¥`aÖ×、または�
LST (CS)�ピンのフォールトØÙに<しては、ソフ
トターンオフ¾ãがí�されています。フォールト
Ö×がcdすると、FO�ピンが COM�Úに|り、ゲー
トドライバーのrMN (HO1, 2, 3, LO1, 2, 3)�がターン
オフされます。ローサイドMNは、ソフトターンオ
フ�に��されたシンク�Lソース (ISOFT = 40 mA)�
のはたらきで、¢ 43�のとおりリニアに«ïしま
す。

90%

tCSBLT

tCSFO

tCSOFF

VCSC

LO

FO
tFLTCLR

LINx

VRCINTH+VRCIN

Leading Edge
Branking Time

500 mV
440 mV

��43.�RCIN とフォールトクリアIJの��

ノイズフィルター

� ノイズフィルター

¢ 44�には、ノイズフィルター¾ãがìされていま
す。この¾ãでは、|N\] (tINPUT) �とMN\]
(tOUTPUT)�で\]�が<ðとなり、ノイズスパイクや
�パルスをÝñできます。この|Nフィルターは
HINx、LINx、EN�|Nにo�されます。ò 2�つの�
  (ó A)�では、|N\]� (tINPUT)�が|Nフィルタ
ー®� (tFLTIN)�より�ôに�くなっています。これ
は|N\]®� (tINPUT)�とMN\]®� (tOUTPUT)�の
�õとほぼ¿じ�さです。« 2�つの�  (ó B)�で
は、|N\]®� (tINPUT) �が|Nフィルター®�
(tFLTIN)�より�し�くなっています。これは|N\]
®� (tINPUT)�とMN\]®� (tOUTPUT)�の�õとほぼ
¿じ�さです。
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OUTx
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e 
A

t FLTININx

OUTx

t FLTININx

t INPUT

t OUTPUT

t INPUT

t OUTPUT Output duration is
same as input duration

��44.�0/ノイズフィルターの��

&パルス� ノイズ)*+,

この|Nフィルター89は、ö÷されたノイズ\
]によるパルスが�い|N\] (HINx , LINx, EN)�か
ら|N\]ラインを>?します。
|N\]�が|Nフィルター®� (tFLTIN)�より�
くても、MNの³´は�わりません。
¢ 45�のó A、B�で|NとMNの� には|Nフィ
ルター®�より�い�パルスノイズスパイクがøま
れていますが、MNでは³´が�わっていません。

OUTx

OUTx

t FLTIN t FLTIN t FLTIN

t FLTIN t FLTIN t FLTIN

(LOW)

(HIGH)

INx

INx

E
xa

m
pl

e 
B

E
xa

m
pl

e 
A

��45.�ノイズUV0/フィルターの��

¢ 46�では、ùパルスのオン/オフú\±の|Nフ
ィルターのBäがìされています。|N\]パルス
� PWIN �が|Nフィルター®� tFLTIN�を«8るh
i、MNパルスPWOUT�はゼロになります。この|N
\]は|NフィルターでÝñされています。|N\
]パルス� PWIN�が|Nフィルター®� tFLTIN�をü
えると、MNパルス�PWOUT �が、|Nパルス�
PWIN�と�iします�。FAN73893�の|Nフィルター
®��(tFLTIN)�は、ハイサイド、ローサイドのMNで
ý 250 ns になります。
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��46.�Wパルスオンの0/フィルター�*

ORDERING INFORMATION

XY� パッケージ $%;< Shipping†

FAN73893MX (89 7) 28 ~�®¯°±²³ (SOIC)
(Pb-Free)

−4°C~+125°C 1000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

7. これらのデバイスは JESD22A-111 の´+にµい、ウェーブソルダリングテストにEOしています。
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�1

Notes:
(1)  All dimensions are in millimeters. Angles in degrees.

(2)  Complies with JEDEC MS-013.
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θ
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